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i Gmndierungsmittel mit einem Gehalt an aromatischem Polyetherketon-Harzfur Oberzuge aus 
Fluorkohlenstoffpolymeren 

Es wird eine Grundierungsmittel, das vor allem fur Ober- 
zQge aus Ruorkohienstoffpolymeren geeignet ist, beschrie- 
ben, bestehend im wesentlichen aus 

a) 100 Gewichtsteilen eines Copolymeren von Tetrafluor- 
ethylen, Perfluor(alkylvinyl)-ether und gegebenenfalls Hexa- 
fluorpropylen Oder Vinylidenfluorid, 

b) 10 bis 250 Gewichtsteilen einer Mischung von Lithium- 
hydroxid und feinteiligem, auf thermischem Wege erzeugtem 
Siliciumdioxid, 

c) 10 bis 1000 Gewichtsteilen eines aromatischen Poly- 
ethersulfid-Harzes, sowie 

d) Wasser als fiOssigem Trager. Bis zu 80 Gewichtsteiie 
der Komponente a) konnen gegebenenfalls durch dispergierte 
Polytetrafluorethylen-Teilchen ersetzt sein. Das Grundie- 
rungsmittel ist spezieil geeignet fur den Auftrag auf Gegen- 
stande mit unebenen Oberfl&chen, da seine Haftvermittiung 
auch in groBeren Schichtdicken noch vdllig ausreichend ist. 
Es wird angewendet fur die Beschichtung sowohl von metalli- 
schen als auch nicht-metaliischen Substraten, wobei anschlie- 
Bend eine Deckschicht aus einem Fluorkohlenstoffpolymeren 
aufgebracht wird, ohne da8 es einer zwischenzeitlichen 
Warmebehandlung bedarf . (32 27 045) 
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Patentanspruche 

1. Grundiernngsmittel , bestehend im wesentlichen aus 

a) 100 Gewichtsteilen eines Copolymeren, bestehend 
aus 0,5 bis 11 Gew.-% an copolymer isierten Ein- 
heiten eines Perfluor (alky lvinyl) -ethers der 
Formel CF 2 =CF-0R, worin R ein Perf luoralkylrest 
mit 1 bis 10 C-Atomen ist, aus 0 bis 12 Gew.-% 
an copolymerisierten Einheiten des Hexafluor- 
propylens Oder Vinylidenf luorids Oder Gemischen 
dieser beiden Monomeren und aus copolymerisier- 
ten Einheiten des Tetraf luorethylens sowie gege- 
benenf alls aus dispergierten Polytetraf luor- 
ethylen-Teilchen mit einer mittleren Teilchen- 
groBe von 0,05 bis 30 wobei das Gewichtsver- 
haltnis des genannten Copolymeren zu dispergier- 
tem Polytetraf lucre thy len t 00 : 0 bis 20: 80 
betragt , 

b) 10 bis 250 Gewichtsteilen der Gewichtssumme von 
Lithiumhydroxid plus suspendiertes, f einteiliges, 
auf thermischem Wege erzeugtes SiO a , wobei das 
Molverhaltnis LiOH zu Si0 2 1 : 0,5 bis 1 : 30 
betragt , 

c) 10 bis 1000 Gewichtsteilen eines aromatischen Poly- 
etherketon-Har zes , sowie 

d) Wasser als fliissigem Trager. 



2. Grundierungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf 100 Gewichtsteile der Komponente 
a) 10 bis 100 Gewichtsteile der Komponente b) ent- 
fallen. 



Grundierungsmittel nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet , daB auf 
100 Gewichtsteile der Komponente a) 70 bis 300 Ge- 
wichtsteile der Komponente c) entf alien. 

Grundierungsmittel nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daB das in- 
nerhalb der Komponente a) eingesetzte Copolymere 
aus 0,8 bis 6,0 Gew.-% an copolymerisierten Einhei- 
ten eines Perfluor (alky Ivinyl) -ethers mit einem 
Perf luoralkylrest von 2 bis 4 C-Atomen und der Rest 
gegen 100 aus copolymerisierten Einheiten des Tetra- 
f luorethylens besteht. 

Grundierungsmittel nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
innerhalb der Komponente a) eingesetzte Copolymere 
aus 0,4 bis 3,0 Gew.-% an copolymerisierten Einhei- 
ten des Perfluor (propy Ivinyl) -ethers, aus 0,8 bis 
6,0 Gew.-% an copolymerisierten Einheiten des Hexa- 
fluorpropylens und der Rest gegen 100 aus copolymers 
sierten Einheiten' des Tetraf luorethylens besteht. 

Grundierungsmittel nach einem oder mehreren der An- 
sprliche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
innerhalb der Komponente a) gegebenenf alls einge- 
setzte dispergierte Polytetraf luorethylen ein Poly- 
tetraf luorethylen-Wachs mit einer Schmelzvisko si- 
tat von 1 bis 10 7 Pa s ist. 

Grundierungsmittel nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das 
innerhalb der Komponente a) gegebenenf alls einge- 
setzte dispergierte Polytetraf luorethylen in a) in 
einem Anteil von bis zu 50 Gew.-% anwesend ist. 
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Grundierungsmittel nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet , dafl das 
aromatische Polyetherketon-Harz der Komponente c) 
im wesentlichen aus wiederkehrenden Einheiten der 
Forme 1 




besteht* 

Verwendung des Grundierungsmittels gemaB einem oder 
mehreren der Anspruche 1 bis 8 zur Bildung haftver- 
mittelnder Uberztige auf Metallen, Glas oder kerami- 
schen Substraten, wobei anschlieBend mindestens 
eine Deckschicht , enthaltend ein Fluorkohlenstof f- 
Pplymeres, aufgebracht wird. 
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HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT HOE 82/F 912 Dr.SC-ei 
Werk Gendorf 

Grundierungsmittel mit einem Gehalt an aromatischem Poly- 
etherketon-Harz fur OberzQge aus Fluorkohlenstof fpolymeren 



Uberztige aus Fluorkohlenstof fpolymeren werden haufig in 
der Weise aufgebaut, daB zunachst eine Grundschicht auf 
das zu beschichtende Substrat aufgebracht wird, deren 
wesentliche Funktion es ist, die Haf tvermittlung zwi- 
5 schen dem an sich schlecht haftenden Fluorkohlenstof f- 
polymeren und dem Substrat zu bewirken. Dabei kann das 
diese Grundschicht formende Grundierungsmittel auch An- 
teile des spater als Deckschicht auf getragenen Poly- 
meren in Form einer kolloidalen Dispersion enthalten 

10 (Haf tgrunddispersion) . Auf die Grundschicht werden so- 
dann eine oder mehrere Deckschichten aus Fluorkohlen- 
stof fpolymeren - ublicherweise in Form kolloidaler Dis- 
persionen - aufgetragen, wobei man bestrebt ist, zwecks 
rationeller Arbeitsweise beim Beschichtungsvorgang mog- 

15 lichst mit einer Schicht ausreichender Dicke auszukommen. 

Von einem solchen Grundierungsmittel wird insbesondere 
gefordert f daB es sowohl zum zu beschichtenden Substrat 
als auch zu der auf zubringenden Deckschicht ein moglichst 
20 grofies Haftvermogen besitzt und daB es einfach und feh- 
lerfrei aufgetragen werden kann. 

Die friiher haufig verwendeten Grundierungsmittel, die 
Chromate als haf tvermittelnde Komponente enthielten, 
25 sind heute wegen der Toxizitat der Verbindungen des 
sechswertigen Chroms nur noch in Ausnahmef Sllen in 
Gebrauch. Als Grundierungsmittel fur Deckschichten 
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aus Fluorkohlenstof fpolymeren eignen sich, wie in der 
DE-OS 1 959 144 beschrieben, Mischungen von kolloidalen 
Dispersionen von Fluorkohlenstof fpolymeren mit Lithiura- 
polysilicat oder, wie aus der DE-OS 2 110 768 bekannt 
ist, Mischungen von kolloidalen , waBrigen Dispersionen 
von Fluorkohlenstoffpolymeren mit Lithiumhydroxid und 
darin feinteilig suspendiertem, auf thermischem Wege 
erzeugtem Siliciumdioxid. Vor der Aufbringung fest- 
haf tender Deckschichten aus Fluorkohlenstoffpolymeren 
miissen diese Grundierungsmittel nach dem Auftragen auf 
das Substrat bei Temperaturen von 80 bis 100 °C getrock- 
net und anschlieBend auf Temperaturen von 230 bis 400 °C 
erhitzt und sodann wieder auf Raumtemperatur abgektihlt 
werden. Erst nach dieser Warmebehandlung, fur die ein 
hoher Auf wand an Energie notwendig ist und durch die 
ein groBer Teil der Ofenkapazitat einer Beschichtungs- 
anlage blockiert wird, ist es moglich, einen weiteren 
Uberzug aus Fluorkohlenstoffpolymeren aufzutragen und 
dabei eine ausreichende Haftung zwischen Grundierung 
und Deckschicht zu erzielen. 

In der EP-OS 14 974 ist eiri Grundierungsmittel beschrie- 
ben , das sich einerseits aus Copolymeren von Tetrafluor- 
ethylen mit Perf luor (alkylvinyl)-ethern (wobei diese Co- 
polymeren gegebenenfalls noch Hexaf luorpropylen oder 
Vinylidenf luorid enthalten konnen) , andererseits aus 
einem Gemisch von waBriger Lithiumhydroxidlosung mit 
darin fein suspendiertem, auf thermischem Wege herge- 
stelltem Siliciumdioxid zusammensetzt- Auf solche Grun- 
dierungsmittel konnen Deckschichten aus Fluorkohlenstof f- 
polymereh-Dispersionen aufgebracht werden, ohne daB eine 
aufwendige Trocknung und Temperung im AnschluB an das 
Aufbringen des Grundierungsmittels zwischengeschaltet 
werden muB. 
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Deckschichten aus Fluorkohlenstof f polymeren haften vor- 
ziiglich auf einer mit dem genannten Gemisch gemaB EP- 
OS 14 974 hergestellten Grundschicht, wenn diese Grund- 
schicht eine bestimmte kritische Schichtdicke, die etwa 
im Bereich von 10 urn liegt, nicht uberschreitet . Falls 
die Schichtdicke der Grundschicht wesentlich groSer 
als 10 tim ist, dann kann kein ausreichend fester Ver- 
bund zwischen Grundschicht und einer darauf aufgebrach- 
ten Deckschicht erzielt werden. Natiirlich wird man aus 
Grunden der Wirtschaf tlichkeit darauf bedacht sein f die 
Schichtdicke der Grundschicht moglichst klein zu halten, 
doch lSBt es sich in vielen Fallen nicht verhindern, 
daB beim Auftrag der Grundschicht diejenigen Schicht- 
dicken iiberschritten werden, bei denen noch ein fester 
Verbund zwischen Grund- und Deckschicht sicher gewahr- 
leistet ist. Dieser Fall tritt zum Beispiel ein bei der 
Durchfiihrung einer Innenbeschichtung von TSpfen mit 
kleinen Durchmessern und hohen Seitenwanden mittels 
Spritzpistole. Urn sicher zustellen, daB die gesamte 
Innenoberf l£che mit der Grundschichtdispersion bedeckt 
ist, muB soviel Material aufgespruht werden, daB die 
kritische Schichtdicke an einigen Stellen des Substrats 
bereits iiberschritten wird und deshalb an diesen Stellen 
keine ausreichende Haftung mehr erzielt werden kann. Ein 
weiteres Beispiel fur das Auftreten groBerer Schicht- 
dicken an der Grundschicht sind Substrate mit gehammer- 
texn Untergrund, wo in den kalottenf ormigen Vertiefungen 
gleichfalls eine Einhaltung einer solchen Maximalschicht- 
dicke praktisch nicht moglich ist. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein 
Grundierungsmittel fur den spateren Auftrag von Deck- 
schicht-Dispersionen aus Fluorkohlenstof f polymeren zu 
entwickeln, welches auch bei Schichtdicken von iiber 10 urn 
gute Hafteigenschaften besitzt und auf das bereits nach 
der Trocknung an der Luft bei etwa Raumtemperatur ohne 
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zwischenzeitliche Warmebehandlung der Auftrag einer 
Deckschicht aus Fluorkohlenstof fpolyrneren ohne Einbufie an 
diesen Haf teigenschaf ten erfolgen kann. 

Diese Aufgabe wird gemaB der vorliegenden Erf indung 
gel6st durch ein Grundierungsmittel, bestehend aus 

a) 100 Gewichtsteilen eines Copolymeren, bestehend aus 
0,5 bis 11 Gew.-% an copolymerisierten Einheiten 
eines Perf luor (alkylvinylj -ethers der Formel CF 2 =CF-OR, 
worin R ein Perf luoralkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen 
ist, aus 0 bis 12 Gew.-% an copolymerisierten Einhei- 
ten des Hexaf luorpropylens Oder Vinylidenf luorids 
Oder Gemischen dieser beiden Monomeren und aus co- 
polymerisierten Einheiten des Tetraf luorethylens 
sowie gegebenenfalls aus dispergierten Polytetra- 

f luorethylen-Teilchen mit einer mittleren Teilchen- 
groBe von 0,05 bis 30 nm, wobei das Gewichtsverhalt- 
nis des genannten Copolymeren zu dispergiertem Poly- 
tetraf luore thy len 100 : 0 bis 20 : 80 betragt, 

b) 10 bis 250 Gewichtsteilen der Gewichtssumme von 
Lithiumhydroxid plus supendiertes, feinteiliges, 
auf thermischem Wege erzeugtes Si0 2 , wobei das Mol- 
verhaltnis LiOH zu Si0 2 1 : 0,5 bis 1 : 30 betragt, 

c) 10 bis 1000 Gewichtsteilen eines aromatischen Poly- 
etherketon-Harzes, sowie 

d) Wasser als flussigem Trager. 

Das als Komponente a) eingesetzte Copolymere besteht 
aus 0,5 bis 11, vorziigsweise 0,8 bis 6,0 Gew.-% an co- 
polymerisierten Einheiten eines Perf luor {alky lvinyl) - 
ethers der Formel CF 2 =CF-OR, worin R ein Perf luoralkyl- 
rest mit 1 bis 10, vorzugsweise ein geradkettiger mit 
2 bis 4 und insbesondere mit 3 C-Atomen ist, und aus 
0 bis 12, vprzugsweise 0 bis 3 Gew.-% an copolymeri- 
sierten Einheiten des Vinylidenf luorids Oder vorzugs- 
weise Hexaf luorpropylens. Der Rest, jeweils bezogen auf 
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das Gesamtgewicht des Copolymeren, besteht aus copoly- 
mer isierten Einheiten des Tetraf luorethylens. Insbeson- 
dere bevorzugt als Komponente a) ist ein Copolymeres, 
bestehend aus 0,4 bis 3,0 Gew.-% copolymer is ier ten Ein- 
5 heiten des Hexaf luorpropylens und 0,8 bis 6,0 Gew,-% 
copolymerisierten Einheiten des Perf luor (propylvinyl) - 
ethers, wobei ebenfalls der Rest aus copolymerisierten 
Einheiten des Tetraf luorethylens besteht. Die Herstel- 
lung solcher Copolymerer ist bekannt und beispielsweise 
10 beschrieben in den US-Patentschrif ten 3 132 123, 

3 235 537, 3 528 954 , 3 642 742, 3 635 926 und die der 
bevorzugten Terpolymeren in der US-Patentschrif t 

4 029 868 und in der deutschen Of f enlegungsschrif t 
2 639 109. 

15 

Im erf indungsgemaBen Grundierungsmittel kann gegebenen- 
falls ein Teil der 100 Gewichtsteile des die Komponente 
a) ausmachenden, oben definierten Copolymeren durch im 
flussigen Trager dispergierte Polytetraf luorethylen- 

20 Teilchen ersetzt sein, und zwar in einem Anteil bis zu 
80, vorzugsweise bis zu 50 Gewichtsteilen. Somit be- 
tragt das Gewichtsverhaltnis von Copolymeren der oben 
definierten Art zu dispergiertem Polytetraf luor e thy len 
innerhalb der Komponente a) 100 : 0 bis 20 : 80, vor- 

25 zugsweise 100 : 0 bis 50 : 50. Dabei kdnnen diese Poly- 
tetraf luorethylen-Teilchen sowohl als Teilchen kolloi- 
daler GrSBe dispergiert oder als Teilchen uberkolloi- 
daler TeilchengrSBe suspendiert sein. Die mittlere 
TeilchengroBe dieser Polytetraf luorethylen-Teilchen soli 

30 0,05 bis 30 *im betragen, bevorzugt ist ein Bereich von 
0,1 bis 3 Jim. Unter Polytetraf luorethylen soil dabei 
nicht nur das ubliche hochmolekulare Polytetraf luor- 
ethylen verstanden werden, sondern dieser Begriff er- 
faBt im Sinne dieser Erfindung auch die sogenannten 

35 Polytetraf luorethylen-Wachse , die durch Abbau von hoch- 
molekularem Polytetraf luorethylen oder durch Telomeri- 
sationsreaktionen von Tetraf luorethylen gebildet werden. 



Sie besitzen eine Schmelzviskositat von 1 bis 10 , vor- 
zugsweise von 10 bis 10 5 Pa s (gemcssen mit dem Hoch- 
druck-Kapillarviskosimeter bei. 380 °C, 21 kp/cm 2 Extru- 
sionsdruck, Diisenabmessung 1 mm Durchmesser und 10 mm 
Lange, wie beschrieben in der DE-PS 24 14 389). 

Bevorzugt sind jedoch diejenigen Grundierungsmittel, 
die als Fluorkohlenstof f polymer-Komponente ausschlieB- 
lich die Copolymeren in der Komponente a) enthalten. 

Bezogen auf die 100 Gewichtsteile der Komponente a) ent- 
halt das erf indungsgemafle Grundierungsmittel als Kompo- 
nente b) ein Gemisch aus Lithiumhydroxid und im fliissi- 
gen Trager suspendiertem, f einteiligem, auf thermischem 
Wege erzeugtem Siliciumdioxid in einem Anteil von 10 
bis 250 Gewichtsteilen, vorzugsweise 10 bis 100 Gewichts- 
teilen Feststoff . Das Molverhaitnis von LiOH : Si0 2 in 
dieser Mischung betragt 1 : 0,5 bis 1 : 30, vorzugs- 
weise 1 : 2 bis 1 : 12. Das im Rahmen dieser Mischung 
eingesetzte feinteilige, auf thermischem Wege herge- 
stellte Siliciumdioxid ist ein Handel sprodukt . Es wird 
nach* bekannten Verf ahren entweder durch Verbrennung von 
bestimmten Siliciumverbindungen, wie zum Beispiel von 
SiCl 4 oder Siliciiimwasserstof f en, in Gegenwart von 
Sauerstof f erzeugt oder durch Sublimation von Silicium- 
verbindungen, wie zum Beispiel von Quarz, KieselsSure 
und anderen Silicium-Sauerstof f-Verbindungen, im Licht- 
bogen gewonnen. Dieses auf thermischem Wogc hcrgestcllte 
Si0 2 liegt fast ausschliefilich in Form agglomerierter 
Teilchen vor, die eine relativ breite TeilchengroBen- 
Verteilung besitzen, die sich im Bereich 0,01 bis 50, 
vorzugsweise 0,05 bis 25 jim bewegt, wobei die mittlere 
TeilchengroBe etwa bei 0,5 bis 40, vorzugsweise 2 bis 
20 p.m liegt. 



15 



20 



30 



35 
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Zur Herstellung solcher Siliciuradioxid-Suspensionen in 
einer Lithiuirrtiydroxid-Losung wird das Lithiumhydroxid in 
entsalztem Wasser gelost und das feinkornige, thermisch 
behandelte Si0 2 eingeruhrt. 

5 

Als weitere Komponente c) enthalt das erf indungsgemMBe 
Grundierungsmittel ein aromatisches Polyetherketon-Harz , 
bezogen auf die 100 Gewichtsteile a) , in einem Anteil von 
10 bis 1000 Gewichtsteilen, vorzugsweise von 70 bis 300 
10 Gewichtsteilen. Thermoplastische aromatische Polyether- 
ketone, wie sie innerhalb des erf indungsgemaBen Grundie- 
rungsmittels Anwendung finden, sind gekennzeichnet durch 
sich wiederholende Einheiten der allgemeinen Formel 



— Ar-C— 

II 

0 

Ar ist darin ein zweiwertiger aromatischer Rest, insbe- 
sondere 





Dieser aromatische Rest kann gegebenenf alls von Einheit 
25 zu Einheit in der Polymerkette variieren, wobei zumindest 
einige Einheiten Ethergruppen enthalten, das heiBt Ar 
die Bedeutung 



hat, worin X Sauerstoff ist. Desgleichen kann X auch der 
Rest eines aromatischen Diols sein, wie er sich in der 
Formel 



ausdruckt, worin R ein Alkylenrest mit 1 bis 6 OAtomen, 
vorzugsweise ein solcher der Formel -C(CH 3 ) 2 - ist. 
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Beispiele fur solche in Polyetherketonen wiederkehrende 
Einheiten, die in wechselnden Kombinationen anwesend sein 
konnen, sind 
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5 Thermoplastische aromatische Polyetherketon-Harze sind 
dem Fachmann bekannt. Vertreter dieser Klasse von hoch- 
temperaturbestandigen, thermoplastischen Harzen und Ver- 
fahren zu ihrer Herstellung sind beispielsweise bekannt 
aus den US-Patentschrif ten 3 751 398 , 3 914 298, 

10 3 925 307, 3 953 400, 3 956 240, 3 965 146, 4 024 314, 
4 111 908, den britischen Patentschrif ten 971 227, 
1 019 226, 1 019 458, 1 078 234, 1 086 021, 1 102 679, 
1 153 527, 1 164 817, 1 177 183, 1 383 393, 1 387 303, 
1 414 421, 1 414 422, 1 414 423, 1 567 190 und der 

15 europaischen Of f enlegungsschrif t 1 879. 

Die fur das erf indungsgemaBe Grundierungsmittel verwen- 
deten Polyetherketone sollen im allgemeinen eine in- 
harente Viskositat von 0,01 bis 0,4besitzen. Die inhMrente 
20 Viskositat wird an einer Losung von 1 g Polyetherketon 
in 100 cm 3 konzentrierter Schwefelsaure bei 25 °C ge- 
messen. 

Das erf indungsgemaBe Grundierungsmittel enthSlt schlieB- 
25 lich als Komponente d) Wasser als fliissigen Trager. Der 
Anteil der Komponente d) ist nicht kritisch, jedoch 
sollten gewisse Grenzen in bezug auf den Gesamtfest- 
stoff (Gewichtssumme a + b + c) eingehalten werden. Das 
Verhaltnis von Gesamtf eststof f zu Wasser sollte zweck- 
30 maBig 10 : 90 bis 60 : 40, vorzugsweise 20 : 80 bis 
40 : 60 betragen. Fur einige Anwendungsf alle ist es 
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von Vorteil, einen Anteil von 1 bis 20 Gew.-% des als 
fliissigen TrSger verwendeten Wassers durch ein mit Was- 
ser mischbares und feuchthaltendes organisches Lose- 
mittel, wie Glycerin, ein Glykol oder einen Glykolether, 
5 zu ersetzen, urn die Trocknungsgeschwindigkeit des Grun- 
dierungsmittels zu vermindern. 

Gegebenenfalls konnen dem erf indungsgemSBen Grundierungs- 
mittel noch die tiblichen Fullstoffe und Pigmente, wie 
10 zum Beispiel Eisenoxid, RuB, Glimmer und Titandioxid zu- 
gesetzt werden, wobei der Anteil 1 bis 40 , vorzugsweise 
5 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Kom- 
ponenten a) plus b) plus c) , betragt. 

15 Das in der Komponente a) enthaltene Copolymere wird vor- 
zugsweise in Form einer kolloidalen Dispersion mit einer 
mittleren TeilchengroBe von 0,05 bis 3 um eingesetzt. 
Dafiir k6nnen kolloidale Dispersionen mit einem Fest- 
stoffgehalt von 10 bis 20 Gew.-% an Polymer-Feststof f 

20 verwendet werden, wie sie direkt aus der Emulsionspoly- 
merisation der genannten Comonomeren erhaltlich sind. 
ZweckmaBigerweise werden solche Dispersionen jedoch 
zunachst mittels bekannter Methoden, beispielsweise 
durch Dekantieren oder durch einen Ultrafiltrations- 

25 prozeB (wie beschrieben in der europaischen Patentan- 
meldung 15 481) auf einen Polymer-Feststof fgehalt von 
20 bis 60 Gew.-% aufkonzentriert • Die Copolymeren der 
Komponente a) konnen jedoch auch in Form eines aus 
kolloidalen Dispersionen durch Koagulation (beispiels- 

30 weise durch Ausruhren unter Anwendung hoher Scherkrafte 
oder durch Zusatz von Elektrolyten) gewonitenen Pulvers 
eingesetzt werden. Derartige Pulver werden dann in Was- 
ser aufgeschlammt, wobei die so erhaltenen Dispersionen 
mittlere TeilchengroBen im Bereich von 3 bis 30 jxm auf- 

35 weisen. Schliefllich konnen auch Suspensionspolymerisate 
verwendet werden, wie sie durch das Verfahren der Sus- 
pensionspolymerisation der genannten Comonomeren erhaltlich 



ill /u*o 

->rt< 

sind, die gleichfalls eine mittlere TeilchengroBe von 3 
bis 30 am aufweisen oder auf diese Teilchengr6Be gemah- 
len werden kSnnen, wobei diese Pulver ebenfalls Teil- 
chengrSBen im Bereich 3 bis 30 urn fiir den Einsatz im 
erf indungsgemaBen Grundierungsmittel besitzen sollen. 

Die Komponente c) wird vorzugsweise in Form einer waB- 
rigen Suspension zugesetzt. Die Suspension wird durch 
Mahlen der Harzkomponente in Wasser mit den iiblichen 
Abreibaggregaten, wie Kugelmiihlen oder RUhrwrkskugelinuhlen 
hergestellt. Der Feststof f gehalt dieser Suspension be- 
tragt iiblicherweise 10 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 20 
bis 40 Gew.-%. Zur Stabilisierung ist es zweckmaBig, 
der Suspension vor dem Abreiben 0,5 bis 15 Gew.-%, 
vorzugsweise 1 bis 10 Gew.-%, eines anionischen oder 
nichtionischen, oberf lachenaktiven Dispergiermittels 
zuzusetzen, wie beispielsweise Hatriumlaurylsulf at oder 
oxethylierte Octylphenole. 

Vorzugsweise wird das erf indungsgemaBe Grundierungs- 
mittel in der Weise hergestellt, daB man waBrige Sus- 
pensionen oder kolloidale Dispersionen des Copolymeren 
der Komponente a) mit der zuvor beschriebenen waBrigen 
Suspension der Komponente b) , bestehend aus dem Gemisch 
aus LiOH, und auf thermischem Wege hergestelltem Si0 2 , 
und der Suspension, welche die Komponente c) enthalt, 
zusammenmischt. Der gewiinschte Gehalt an Wasser als 
flussigem Trager wird entweder durch geeignete Konzen- 
tration der zu mischenden Komponenten vorgegeben oder 
durch nachtragliche Wasser zugabe eingestellt. 

Falls in der Komponente a) dispergiertes Polytetraf luor- 
ethylen anwesend ist, wird dieses ebenfalls zweckm&Bi- 
gerweise als wSBrige Suspension oder kolloidale Disper- 
sion zugemischt. Die Reihenfolge des Zusammenmischens 
kann beliebig erfolgen. Werden jedoch einer der beiden 
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Anteile der Komponente a) oder beide als Pulver einge- 
setzt, so kann dieses Pulver bereits zusammen mit der 
Komponente c) als Suspension in einem Abreibaggregat 
vermahlen werden. Gegebenenf alls kann auch die Kompo- 
5 nente b) beim MahlprozeB anwesend sein. Werden die An- 
teile der Komponente a) in Form einer kolloidalen waB- 
rigen Dispersion verwendet, so sollte diese erst nach 
dem MahlprozeB zugesetzt werden. Falls das erfindungs- 
gemaBe Grundierungsmittel Pigmente enthalt, werden 
10 diese zweckmaBigerweise zusammen mit der Komponente c) 
gemahlen. Sie korinen jedoch auch zu a) oder b) oder 
deren Mischungen zugemischt werden. 

Der Auftrag des erf indungsgemMBen Grundierungsmittels 
15 erfolgt nach bekannten Methoden, wie beispielsweise durch 
Tauchen, Aufwalzen oder Aufspritzen. Bei einem Auftrag 
werden Schichtdicken von etwa 5 bis 40 urn erzielt. Zuvor 
wird der zu beschichtende Untergrund, falls es sich urn 
eine glatte Oberflache handelt, zweckmaBigerweise durch 
20 Sandstrahleh oder Atzen aufgerauht. 

Nach dem Auftrag und anschlieBend kurzzeitigem Trocknen 
der Grundierung an der Luft bei Raumtemperatur oder we- 
nig dariiber (15 bis 40 °C) kann bereits die Deckschicht, 

25 bestehend aus Fluorkohlenstof fpolymeren, aufgetragen 
werden. Gegebenenf alls kann auf diese Trocknung sogar 
verzichtet werden und die Deckschicht auf die noch 
feuchte Grundschicht aufgebracht werden. Der Vorteil 
des erf indungsgemaBen Grundierungsmittels gegenuber 

30 den aus der EP-OS 14 974 bekannten Grundierungsmitteln, 
die nur die Komponenten a) und b) und einen fltissigen 
Trager enthalten, besteht darin, daB auch bei Schicht- 
dicken der Grundierung von uber 10 urn hervorragende 
Hafteigenschaften von Deckschichten aus Fluorkohlen- 

35 stof fpolymeren erreicht werden. Das erf indungsgemMBe 
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Grundierungsmittel eignet sich deshalb vorzttglich fur 
die Boschichtung von komplizicrt geformten Gcgcnstandcn, 
bei denen aufgrund ihrer Form kein gleichmaBig dUnner 
Schichtauftrag mSglich ist und deshalb die kritische 
Schichtdicke uberschritten wird, bei der mit den be- 
kannten Grundierungsmitteln keine ausreichende Haftung 
mehr erzielt werden kann. 

Als Deckschicht kann eine Polytetraf luorethylen-Disper- 
sion verwendet werden, die gegebenenf alls mit bekannten 
Additiven, wie Pigmenten, anionischen, kationischen und/ 
oder nichtionischen Netzmitteln, Verlaufmitteln und 
Hilfsfilmbildnern versehen ist. Als Netzmittel haben 
sich beispielsweise bewahrt mit 8 bis 10 mol Ethylen- 
oxid oxethyliertes Nonylphenol oder Natriumlaurylsul- 
fat, als Verlaufmittel werden Toluole und als Hilfs- 
filmbildner zum Beispiel kleine Anteile von Silicon- 
harzen, wie in den US-Patent schrif ten 2 462 242 und 
2 470 593 beschrieben, verwendet. Auch andere hoch- 
temperaturbestandige thermoplastische Harze, wie Poly- 
ether sulf one, Polyarylensulfide, Polyamidimide und Poly- 
imide sind als Hilf sf ilmbildner geeignet. 

Als Deckschicht sind ferner geeignet Dispersionen von 
Copolymeren, hergestellt aus Perf luor (alkylvinyl) -ethern 
und Tetrafluorethylen und gegebenenfalls noch einem 
Drittmonoraeren, wie Hexaf luorpropylen oder Vinyliden- 
fluorid, insbesondere in der gleichen Zusammensetzung 
wie die Copolymeren der Komponente a). Geeignet sind je- 
doch auch andere Copolymere des Tetrafluore thy lens mit 
fluorierten, insbesondere perf luorierten Monomeren, 
wie beispielsweise die seit langem bekannten Copolyme- 
ren des Tetrafluorethylens mit Hexaf luorpropylen. Auch 
Mischungen von kolloidalen Polytetraf luorethylen-Disper- 
sionen und solchen Copolymer-Dispersionen konnen als 
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Deckschicht Verwendung finden. Derartige Zusammensetzun- 
gen konnen wie die Polytetraf luorethylen-Dispersionen mit 
Pigmenten, Netzmitteln, Verlaufmitteln und Filmbildnern 
modifiziert werden. 

Nach dem Auftrag der Deckschicht wird der gesamte ttber- 
zug bei 80 bis 300 °C getrocknet und anschlieBend bei 
290 bis 460 °C, vorzugsweise bei 320 bis 400 °C, ein- 
gebrannt. Die Trocknungs- und Einbrennzeit betragt 
zweckmaBig je 5 bis 30 Minuten. 

Das erf indungsgemaBe Grundierungsmittel wird bevorzugt 
zur Herstellung von Grundierungen fur festhaftende Anti- 
haftbeschichtungen fur Koch-, Back-, Brat- und Grillvor- 
richtungen, aber auch von Gleitelementen und Dosiervor- 
richtungen verwendet werden, wobei die zu beschichtenden 
Gegenstande so geformt sein konnen, daB kein gleichmaBi- 
ger Schichtauf trag des Grundierungsmittel s moglich ist. 
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Die Erfindung wird durch folgendes Beispiel erlautert: 
Beispiel 

100 g eines Polyetherketons (bestehend im wesentlichen 
aus wiederkehrenden Einheiten der Formel 

5 




inharente Viskositat 0,14 , geraessen an 1 g des Poly- 
10 etherketons in 100 cm 3 konzentrierter H2SO4 bei 25 °C) 

werden in 10 kg konzentrierter SchwefelsSure gelost. Die 
Losung wird unter Riihren in 50 1 Wasser getropft. Der 
dabei sich bildende Niederschlag aus f einverteiltem Poly- 
etherketon wird abf iltriert und mit Wasser neutral ge- 
15 waschen* der Filterkuchen aufgenommen und soviel Wasser 
hinzugefiigt, bis das Gesamtgewicht Polyetherketon und 
Wasser 1 kg betrSgt. AnschlieBend werden 5 g eines nicht- 
ionischen Netzmittels (Octylphenol oxethyliert mit im 
Mittel 9 Ethylenoxid-Einheiten) unter Riihren zugemischt. 
20 Die Mischung wird dann 24 Stunden in einer Kugelmiihle 
gemahlen. 

Zu 50 g einer so erhaltenen 10 gew,-%igen Suspension wer- 
den 10 g einer 50 gew.-%igen Terpolymer-Dispersion hinzu- 

25 gemischt. Dieses Terpolymere besteht aus 1,5 Gew.-% an 

copolymerisierten Hexaf luorpropylen-Einheiten, 3,5 Gew.-% 
an copolymerisierten Perf luor (propylvinyl) -ether-Einhei- 
ten und 95 Gew.-% an copolymerisierten Tetraf luorethylen- 
Einheiten und besitzt einen Schmelzpunkt von 307 °C und 

30 einen Sc'hmelzindex von 30 g/10 min (372 °C; 5 kg Be- 
lastung) . Zu dieser Mischung wird unter Riihren eine 
zweite Mischung, die durch LSsen von 0,3 g Lithiumhydroxid 
und 3 g auf thermischem Wege hergestelltes Siliciumdioxid 
in 13,2 g Wasser erhalten wurde, hinzugefiigt. 
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Die Grundschichtdispersion wird mittels Spritzpistole 
auf Aluminiumplatten bis zu einer SchichtstSrke von 20 \im 
aufgetragen. Die Oberflache der Aluminiumplatten wurde 
zuvor durch Sandstrahlen mit Korund (100 bis 120 urn 
KorngrSBe) bis zu einer Tiefe von 5 bis 10 \im aufgerauht. 
Die beschichteten Aluminiumplatten werden 10 Minuten 
bei Raumtemperatur stehengelassen und anschliefiend wird 
eine Deckschichtdispersion mittels Spritzpistole aufge- 
tragen. Diese Dispersion besitzt folgende Zusammenset- 
zung: 100 Gewichtsteile einer 60 gew.-%igen Polytetra- 
fluorethylen-Dispersion, 1 Gewichtsteil Natriumlauryl- 
sulfate 6 , 1 Gewichtsteile eines nichtionischen Netz- 
mittels (Octylphenol oxethyliert mit im Mittel 9 Ethylen- 
oxid-Einheiten) 3 Gewichtsteile Glykol, 1 Gewichtsteil 
FarbruB, 17,1 Gewichtsteile Titandioxid, 10 Gewichts- 
teile einer Losung von 50 Gew.-% Siliconharz in Ethyl- 
acetat und Xylol (2 ; 1), 5 Gewichtsteile Xylol und 5 
Gewichtsteile Tetralin. Beide Schichten werden 10 Minu- 
ten bei 90 °C und 10 Minuten bei 250 °C getrocknet und 
10 Minuten bei 420 °C eingebranht. 

Auf der erhaltenen Beschichtung wird die Haf tf estigkeit 
nach DIN 53 151 (Gitterschnitt-Test) gepriift. Man erhalt 
eine Haf tf estigkeit von GT 0. 
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